









能な分子線エピタキシャル成長法（MBE 法）によって AlGaAs の成長機構が検証されてきた。成長途中の表面






り Al 原子の拡散長を大きくすることが考えられるが、その場合、GaAs 基板表面の分解開始温度（580℃）を
大きく越えることはできず、温度のみで拡散長を制御するには限界があった。 
本研究では拡散長の短い AlAs の選択成長を可能とするための最適な成長条件および最適な下地基板形状条










と考えられる。MBE 法を用いた AlAs 選択成長時の最適条件の検証は、酸化膜マスクパターン間距離（パター
ン周期）、成長温度に対して行った。成長表面での Al 原子がもつ短い拡散長に対して選択成長が可能となるの
は、その長さ以下にパターン周期が設定された場合である。実験の結果、600℃以上かつパターン周期 0.4μm
以下の条件のとき選択成長が観察された。0.4μm 以上の場合は、650℃以上の条件のとき通常とは異なる選択
成長モードが観察され、酸化膜マスク端である下地基板の開放窓との境界で AlAs が核形成した後、酸化膜領
域マスク中心部に向かって成長が進行した。 
